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【はじめに】複数の温度勾配の少ないラインビームスポットを形成する Multi-Line Beam CLC (図 1)を用いること

で、結晶面方位 (110 面)と結晶成長方向が均一な高品質な poly-Si 薄膜を形成することができる。このときの結晶

粒のサイズは、1 μm×100 μm 程度の巨大な線状のグレインになる。本研究では、このグレインより小さなチャネ

ルを持つ TFT を作製することで、結晶粒界を持たない TFT、単一グレイン TFT の作製を行った。これにより、

結晶粒界が TFT に与える影響を明確にすることができる。 

【実験方法】石英基板に a-Si 薄膜 150 nm、Cap SiO2薄膜 100 nm を成膜し、MLB-CLC により結晶化 (7.5 W, 0.05 

cm/s)した。Cap SiO2 をエッチング後、チャネル形成のためリソグラフィを行った。このときチャネル幅を 0.5 μm

とした。その後ドライエッチング、ゲート酸化膜を 50 nm 堆積、Mo ゲートメタルを形成した。この Mo ゲート

メタルをセルフアラインマスクとし、イオン注入 (As:ドーズ量 2×1015 cm-2、加速電圧 66 keV)により、S/D を形

成した。APCVD を用いて層間絶縁膜を堆積後、コンタクトホールを形成し、電極を形成後、H2 雰囲気中でシン

タリングを行った。 

【結果と考察】図 2 に測定した ID-VG特性を示す。チャネル幅は 0.5 μm、チャネル長は 5 μm、VD=0.5 V の条件

で測定した。測定結果より、2 つの特性パターンが存在することが確認できた。グレイン幅は 1 μm 程度であるこ

とから、結晶粒界の有無の違いにより、この 2 つの特性パターンの違いに繋がったと考えられる。また、OFF 電

流の大きい TFT の ON/OFF 比は 2 桁程度であったが、もう一方は 6 桁程度まで改善されていることが確認でき

る。この結果から、結晶粒界が大きな OFF 電流を引き起こしている可能性を示唆している。

図 1 (a) EBSD 測定結果 (b) MLB laser spot        図 2. 単一グレイン TFT の ID-VG特性 
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